Tranzystory unipolarne (MOSFET) - Dodatek B

Tranzystory unipolarne (MOSFET) jako klucze.

Unipolarne (polowe) tranzystory mocy MOSFET sa przyrzadami
poOtprzewodnikowymi o sterowaniu napigciowym ( Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3, Rys. 4), w
ktorych prad drenu reguluje si¢ za pomoca sygnatu napigciowego bramki o wartosci do kilku
voltow, co zapewnia kompatybilnos$¢ ze wszystkimi uktadami MOS, zwtaszcza CMOS.

a) b)
Zrédo FNANRNN
g 1
H )
Bramka
2
j L
Dl—l:]—-

Rys. 1. Unipolarny tranzystor mocy MOSFET: a) symbol graficzny tranzystora
o wzbogaconym kanale typu N; b) struktura DMOS pojedynczego segmentu
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Rys. 2. Charakterystyki napigciowo — pradowe unipolarnego tranzystora mocy MOSFET
o wzbogaconym kanale typu N: a)charakterystyki wyjsciowe Ip=f(Ups);
b) charakterystyka Ip=f(Ugs).
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Rys. 3. Obszar bezpiecznej pracy unipolarnego tranzystora mocy MOSFET.

Moc niezbgdna do sterowania jest znikomo mata, a obszar bezpiecznej pracy jest
wigkszy niz w pordwnywalnych tranzystorach bipolarnych. Krétsze sq rowniez czasy
przetaczania w stosunku do tranzystorow BJT.

MOSFET-y maja charakter rezystancyjny w stanie przewodzenia, ktora przy wzroscie
napigcia maksymalnego dren — zrodto zwigksza si¢ znacznie szybciej niz w tranzystorach
bipolarnych. Z tego wzgledu w tranzystorach o dopuszczalnym napigciu dren — zrodto ok 1kV
znamionowy prad drenu nie przekracza 20 A. Przy napigciach nizszych osiaga sig
Ip=200+300 A. Graniczna czgstotliwos¢ taczen tranzystoréw mocy MOSFET wynosi 200
kHz, ale juz powyzej 20 kHz sa one bardziej efektywne (mniejsze catkowite straty mocy)
niz tranzystory bipolarne. Istnieje takze konstrukcja tranzystoréw MOSFET o przeptywie
pradu przewodnictwa w kierunku prostopadtym do powierzchni potprzewodnika o strukturze
DMOS z kanatem P lub N.

Tranzystory unipolarne charakteryzuja si¢ duza impedancja wejsciowa, a wigc
1 duzym wzmocnieniem mocy. Sa to réwniez przyrzady o duzej stabilno$ci temperaturowe;

1 nie wystgpuje w nich zjawisko drugiego przebicia, charakterystyczne dla tranzystorow
bipolarnych. Jednak po przekroczeniu granicznych dopuszczalnych temperatur
potprzewodnika (ponad 150°C) w tranzystorach MOSFET pojawia si¢ zjawisko
zatrzaskiwania si¢, zwigzane z istnieniem wbudowanej bipolarnej struktury pasozytniczej.
Zjawisko to moze spowodowac uszkodzenie przyrzadu, gdy nie zostanie przerwany przeptyw
pradu zwarciowego.
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Rys. 4. Unipolarny zlaczowy tranzystor mocy MOSFET; a) przebieg napigcia sterujacego
bramki ugs(t); b) przebieg napigcia ups(t) 1 pradu ip(t) z prezentacja czaséw przetaczania;
¢) straty mocy w roznych stanach pracy tranzystora MOSFET.
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